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１．概要（Summary） 

受光デバイス開発に伴う微細加工技術の確立。コン

タクトアライナーでは 1～2um 程度のパターン形成

は可能であるが、ウエットエッチングとの組み合わせ

においてはオーバーエッチの関係上でパターンを精

密に再現できなかった。そこで、コンタクトアライナ

ーとドライエッチングにより 1～2um 程度のパター

ン形成を実現するためにドライエッチング装置利用

を試みた。 

 

２．実験（Experimental） 

○使用装置 

反応性イオンエッチング装置（サムコ製 10NRV） 

ICP 高密度プラズマエッチング装置（サムコ製

RIE101iHS） 

 

○実験方法 

InP/InGaAs 系のエピウエハ上に SiO2膜を成膜し、

レジストパターニング後、反応性イオンエッチング装

置にて SiO2 膜のエッチングを行った。その後、レジ

スト剥離を行い、SiO2 膜をレジスト膜として ICP 高

密度プラズマエッチング装置にてエピ層エッチング

を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

SiO2 膜エッチング、エピ層を所定の深さまでエッチング

することができた。 

また目的線幅 2um の微細エッチングを達成すること

ができた。 

これまでのウエットエッチングでは横方向のオー

バーエッチングが過度に入り、フォトマスク上でさら

に微細線の線幅が求められ、コンタクトアライナーの

限界を超えてしまっていた。 

今回の実験結果から、ドライエッチングを用いること

でコンタクトアライナーを使用しても微細線のエッ

チングが可能となり優位性が確認された。 
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